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１．概要（Summary） 

GaN は高効率電力変換デバイスとしての応用が期待

されている。今回，GaN ウエハを用いてデバイスを作製

するにあたり，そのマスク成膜材料として SiO2を豊田工

業大学の設備を利用して成膜した。またマスクアライ

ナ装置を用いてマスク合わせパターン形成のための

レジストパターニングも行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

原子層堆積装置，マスクアライナ装置 
【実験方法】 

2 インチ GaN ウエハに SiO2膜を原子層体積装置にて

1530 サイクル成膜した。成膜した SiO2膜上にレジストを

塗布し，マスクアライナ装置を用いてマスク合わせ用パタ

ーンをウエハ上に形成した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
成膜後にエリプソメーターで膜厚を計測したところ，約

215nm であった。成膜後の GaN ウエハの写真を Fig. 1
に示す。写真から，外観上は全く問題なく透明な SiO2膜

が成膜できていることが分かる。また，マスク合わせ用のレ

ジストパターンは 2 インチウエハ全面に問題なく形成され

た。 
 
 

 
Fig.1 GaN wafer with SiO2 film deposited by 

ALD 
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